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１．概要（Summary） 

ダイヤモンドNVセンター等のスピン欠陥は量子センサ

ーへの応用が期待されている。今回、2 次元物質である

hBN(六方晶窒化ホウ素)中への新規スピン欠陥生成研

究を効率よく行うため、hBN を転写するための膜厚調整

された SiO2膜および金属マーカー付き Si基板を作製し

た。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

酸化炉、マスクレス露光装置、スパッタ装置 

【実験方法】 

酸化炉を用いて、Si 基板を加熱しながら SiO2 を約 90 

nm 積層した。その後、マスクレス露光装置によるリソグラ

フィ、スパッタ装置による Ti 成膜を行い、リフトオフにより

金属マーカーを形成した。h-BN（Hexagonal boron 

nitride：六方晶窒化ホウ素）微結晶をスコッチテープ法に

より当該基板上に転写、窒素イオン注入によりスピン欠陥

を作製した。最後に PL（PhotoLuminescence）による光

学評価を行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

hBN 転写後の光学顕微鏡像を Fig. 1 に示す。ラン

ダムに配置された各 hBN 薄膜の位置情報が金属マーカ

ーから読み取れる。Fig.2に窒素イオン照射前後の PLス

ペクトルを示す。照射前は hBN、SiO2/Si 基板ともに全く

信号が認められないが、照射後は 2 つのピークが確認さ

れた。比較から、800nm付近のピークが hBNのスピン欠

陥からの信号であることがわかった。 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし 

 

 

Fig. 1 Optical microscope image of a multi-layer BN 

on SiO2/Si substrate with metal markers. 

 

 

Fig. 2 PL spectra of a multi-layer BN on SiO2/Si 

substrate before and after N ion exposure. 
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